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Transistor Mosfet IRFP640 200V ,18A 125 W

Descripcién

El transistor de efecto de campo metal-6xido-semiconductor 0 MOSFET (en inglés Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor) es un transistor utiizado para
amplificar o conmutar sefiales electrénicas. Es el transistor més uiizado en la industria 6nica, ya sea I6 digitales. IRF640 es un
mosfet de_potencia que ofrece al disefiador la mejor combinacién 6n répida, el disefio del de baja resistencia.

¢ Valor dinamico dv / dt

@ valuacion avalancha repetiiva
@ Conmutacion répida

@ Caciicad de paralelismo
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Requisitos de unidad sencilla

Aplicaciones: Administraci6n de potencia

¢ Polaridad de transistor: Canal N

@ Vot de crenae a fuente VDS: 200V
@ Voltae de puerta a uente VGS: £20V
@ Coriente continua de drenaje ID: 18 A
/
@ Coriente de drenaje puisada IDP: 72 A
@ Disipacion de potencia maxima PD: 125 W
Resistencia de activacion Rds(on): 018 ohms
@ Temperatura de operacion minima -55 °C
@ remperatura de operacion maxima: 150 °C
.
Encapsulado: T0-220
.

Nmero de pines: 3

1/1


http://www.tcpdf.org

